SINTESIS ZnO NANORODS UNTUK APLIKASI ANTI-REFLEKSI PADA LAPIS TIPIS GaAs by Aini, Fitri Nur
  SINTESIS ZnO NANORODS UNTUK APLIKASI ANTI-REFLEKSI 













Disusun Oleh : 
 





Diajukan untuk memenuhi sebagian 




FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

























































Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “SINTESIS ZnO 
NANORODS UNTUK APLIKASI ANTI-REFLEKSI PADA LAPIS TIPIS 
GaAs” belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga belum pernah ditulis atau dipublikasikan oleh 
orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar 
pustaka. 
 
Surakarta,  Oktober 2017 
 





























SINTESIS ZnO NANORODS UNTUK APLIKASI ANTI-REFLEKSI PADA LAPIS 
TIPIS GaAs 
 
FITRI NUR AINI 




Telah dilakukan sintesis ZnO nanorods agen anti-refleksi pada lapis tipis GaAs. Material 
ZnO nanorods disintesis dari prekursor Zn(NO3)2·4H2O dengan penambahan surfaktan 
Cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) rasio 1:0, 1:1, 1:2, dan 1:3 (w/w) menggunakan 
metode hidrotermal pada suhu 180 °C selama 24 jam. Material ZnO nanorods dikarakterisasi 
dengan X-Ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM), Transmission 
Electron Microscopy (TEM), Surface Area Analyzer (SAA), dan Spektrofotometer UV-Vis. 
Adanya penambahan surfaktan CTAB dan variasi suhu kalsinasi berpengaruh terhadap 
meningkatnya ukuran kristal. Morfologi material ZnO menunjukkan terbentuknya material 
nanorods dengan peningkatan penambahan CTAB dan peningkatan suhu kalsinasi. 
Meningkatnya ukuran kristal dan terbentuknya nanorods meningkatkan sifat optik yaitu 
menurunkan pantulan cahaya (reflektansi) dan meningkatkan cahaya yang diteruskan 
(transmitansi). Celah pita (band gap) material ZnO nanorods pada rasio prekursor 
Zn(NO3)2·4H2O:CTAB= 1:3 (w/w) suhu kalsinasi 700 °C sebesar 2,6 eV. Absorbansi pada 
daerah ultraviolet 310-330 nm mengindikasikan bahwa ZnO tidak menyerap cahaya tampak 
(visible). Evaluasi kinerja agen anti-refleksi pada lapis tipis GaAs meningkat ditunjukkan 
dengan hasil  reflektansi yang lebih rendah dibanding tanpa adanya pelapisan anti-refleksi 
ZnO nanorods. 
 

















SYNTHESIS OF ZnO NANORODS FOR ANTI-REFLECTIVE GaAs THIN FILM 
 
FITRI NUR AINI 
Departement of Chemistry, Faculty of Mathematic and Science 




ZnO nanorods have been successfully synthesized as anti-reflection agent to GaAs thin film. 
Starting material of ZnO nanorods was prepared from precursor of Zn(NO3)2·4H2O with 
addition of Cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) surfactant with rasio 1:0; 1:1; 1:2; 1:3 
(w/w) using hydrothermal method at temperature of 180 °C for 24 hours. Characterization of 
ZnO nanorods were performed by X-Ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy 
(SEM), Transmission Electron Microscopy (TEM), Surface Area Analyzer (SAA), and UV-
Vis Spectrophotometer. The addition of CTAB surfactant and calcination treatment affected 
the increasing of crystal size. Morphology of ZnO nanorods showed the formation of 
nanorods materials with increased CTAB addition and increased calcination temperature. The 
increasing size of crystals and the formation of nanorods increased optical properties that 
decrease the reflection of light (reflectance) and increase the transmitted light (transmittance). 
Band gap of ZnO nanorods with rasio precursors of Zn(NO3)2.4H2O:CTAB = 1:3 (w/w) that 
calcined at  temperature of 700 °C was 2.6 eV. The absorbance in the 310-330 nm (ultraviolet 
region) indicated the ZnO did not absorb visible light. The performance of anti-reflection 
agent on the GaAs thin layer increased shown by the lower reflectance compared to the 
without coating of anti-reflective ZnO nanorods.  
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